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当ミニマルファブにおける評価のため PZT 膜の基板下

地用に Pt,Ti を成膜するスパッタ装置を利用した。 

１．概要（Summary） 

上部電極を作製するためアルゴンミリング装置を利用し

た。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置 
アルゴンミリング装置 
 

【実験方法】 
・Pt(200nm、200℃加熱) / Ti(30nm)成膜 
・Pt、Ti をアルゴンミリングでエッチング 
 

ハーフインチウエーハに熱酸化膜を形成し、その上部

にTi膜を30nmと200℃加熱にてPt膜200nmを形成。

その基板上にミニマル装置を用いた PZT塗布、焼成を行

い、PZT の多層膜化と焼成条件を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

PZT 膜上にもう一度Ti、Ptをスパッタし、アルゴンミリン

グ装置を用いて上部電極を作製した。 
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Fig.1 Structure of the PZT film sample. 

Fig. 2 Photograph of the PZT films on 
Pt- and Ti- sputted substrate. 


